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(54) Optoelektronischer Wandler und dessen Herstellungsverfahren 



(57) Optoelektronischer Wandler mit einem Strah- 
lung aussendenden und/oder empfangenden Korper 
(1), der auf einer Tragereinheit (2) befestigt rst. Die Tra- 
gereinheit (2) weist eine Montageflache (3) auf, dem 
eine Anzahl von AnschluRteilen (4,5,4',5') zugeordnet 
sind. Diese AnschluGteile (4,5,4',5') sind mit elektri- 
schen AnschluRflachen (16, 17, 16', 17') versehen, die 
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eine Kontaktierungsebene (14) definieren, deren 
Abstand zur Montageflache (3) groBer ist als die maxi- 
male Hohe des Korpers (1) gegebenenfalls einschlieB- 
lich samtlicher Anschlu3leiter (26) und/oder 
Abdeckmittel (27) bezogen auf die Montageflache (3). 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf einen optoelektroni- 
schen Wandler mit einem Strahlung aussendenden 
und/oder empfangenden Korper, der auf einer Trager- 
einheit befestigt ist. Sie bezieht sich insbesondere auf 
einen derartigen optoelektronischen Wandler, bei dem 
der Strahlung aussendende und/oder empfangende 
Korper ein entsprechend ausgebildeter Halbleiterchip 
oder eine Polymer-Lumineszenz- Oder -Laserdiode ist . 

Ein derartiger optoelektronischer Wandler ist bei- 
spielsweise aus der europaischen Patentschrift EP 4 12 
184 B1 bekannt und in Figur 12 dargestelrt. Bei diesem 
bekannten optoelektronischer Wandler handelt es sich 
um eine Strahlungsdetektoranordnung, die ein Detek- 
torbaueiement 39, beispielsweise eine Fotodiode, einen 
gemeinsamen Trager 33, einen Isolierkorper 34, ein 
Befestigungsteil 35, einen Linsentrager 36 und eine 
Linse 37 zur Fokussierung der von dem Detektorbau- 
element 39 empfangenen Strahlung. Das Detektorbau- 
element 39 ist mit seiner Unterseite auf dem 
Isolierkorper 34 befestigt, der wiederum auf den 
gemeinsamen Trager 33 befestigt ist. Das Befesti- 
gungsteil 35 ist neben dem Isolierkorper 34 auf dem 
gemeinsamen Trager 33 angeordnet. Auf dem Befesti- 
gungsteil 35 ist mittels einer Befestigungsschicht 38 der 
Linsentrager 36 mit der Linse 37 fixiert. derart, daB sich 
die Linse 37 uber der Strahleneintrittsflache 40 des 
Detektorbauelements 39 befindet. 

Die Montage der einzelnen Bestandteile eines der- 
artigen optoelektronischen Wandlers ist sehr aufwen- 
dig. Sie erfordert eine groBe Zahl von 
Verfahrensschritten und die Justage der Linse 37 ist 
sehr schwierig. AuBerdem treten im allgemeinen auf- 
grund des Luftspaltes zwischen der Linse 37 und dem 
Detektorbauelement 39 grofie Reflexionsverluste bzw. 
Abbildungsfehler innerhalb des Wandlers auf. 

Weiterhin ist aus der deutschen Offenlegungschrift 
DE 43 23 681 ein optoelektronischer Wandler bekannt, 
bei dem auf der einen Seite eines lichtdurchlassigen 
Tragers ein optisches Empfangs- oder Sendeelement 
und auf der anderen Seite des Tragers eine Ablenkspie- 
gelanordnung und eine parallel zur Tragerlangsachse 
verlaufende Lichtleitfaser angeordnet sind. Das bei- 
spielsweise von einem optischen Sendeelement ausge- 
sandte Licht durchdringt den gemeinsamen Trager, wird 
an der Ablenkspiegelanordnung um 90° in Richtung der 
Lichtleitfaser abgelenkt und in diese eingekoppelt Im 
Falle eines Empfangselements wird das durch die Licht- 
leitfaser ankommende Lichtsignal an der Ablenkspie- 
gelanordnung um 90° in Richtung Empfangselement 
abgelenkt, durchdringt anschlieBend den gemeinsa- 
men Trager und wird in das Empfangselement einge- 
koppelt. 

Auch die Herstellung dieser bereits bekannten 
Anordnung erfordert einen hohen Montage- und Justier- 
aufwand. Herkommliche Methoden zur Montage von 
Halbleiterbauelemerrten auf einer Leiterplatte konnen 
bei dieser Anordnung nicht verwendet werden. 



Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
einen optoelektronischen Wandler der eingangs 
genannten Art zu entwickeJn, der mit herkommlichen 
Methoden der Bauelementmontage montierbar. insbe- 

5 sondnere zur Oberflachenmontage geeignet ist, das 
heiBt in SMD-Technik (Surface mounted device) auf 
einer Leiterplatte befestigt werden kann. 

Gleichzertig soil dieser optoelektronische Wandler 
auf einfache Weise in groBen Stuckzahlen herstellbar 

jo und gegenuber weiteren optischen Einrichtungen ohne 
groBen Aufwand exakt justierbar sein sowie eine hohe 
Effizienz bei der Lichtauskopplung aufweisen. 

Diese Aufgabe wird durch einen optoelektroni- 
schen Wandler mit den Merkmalen des Anspruches 1 

15 gelost 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind 
Gegenstand der Unteranspruche 2 bis 10. Bevorzugte 
Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von erfin- 
dungsgemaBen optoelektronischen Wandlern sind 

20 Gegenstand der Anspruche 1 1 und 12. 

ErfindungsgemaB weist der optoelektronische 
Wandler der eingangs genannten Art eine Tragereinheit 
mit einer Montageflache auf, auf dem der Strahlung 
aussendende und/oder empfangende Korper befestigt 

25 ist. Der Montageflache ist eine Anzahl von AnschluBtei- 
len mit elektrischen AnschluBflachen zugeordnet, die 
zur Oberflachenmontage des Bauelements beispiels- 
weise auf einer Leiterplatte vorgesehen und die jeweils 
mittels elektrischen AnschluBmftteln mit einem elektri- 

30 schen Kontakt des Korpers elektrisch leitend verbunden 
sind. Die AnschluBteile sind derart ausgebildet und 
neben dem Korper angeordnet, daB, bezogen auf die 
Montageflache, die maximale H6he des Korpers ein- 
schlieBlich samtlicher AnschluBmittel und ggf. Andeck- 

35 mittel fur den Korper kleiner ist als der Abstand 
zwischen der Montageflache und einer durch die 
AnschluBflachen definierten Kontaktierungsebene. 

Dieser erfindungsgemaBe optoelektronische 
Wandler hat gegenuber den eingangs beschriebenen 

40 bekannten optoelektronischen Wandlern den Vorteil, 
daB er auf einfache Weise auf einer Leiterplatte (z. B. 
Platine, Keramiksubstrat oder Hybridsubstrat) befestigt 
werden kann, indem er mit seinen AnschluBflachen auf 
Leiterbahnen der Leiterplatte gesetzt und die AnschluB- 

45 flachen mittels eines elektrisch leitenden Bindemittels 
mit den Leiterbahnen verbunden werden. Der Wandler 
ist somit derart beispielsweise auf einer Leiterplatte 
montierbar, daB der Korper zwischen dem Tragerteil 
und der Leiterplatte angeordnet ist. 

so Bei einer bevorzugten Weiterbildung des erfin- 
dungsgemafien optoelektronischen Wandlers ist der 
Strahlung aussendende und/oder empfangende Korper 
derart auf der Tragereinheit montiert, daB seine Strah- 
lungsaustrittsf lache zur Montageflache hin gerichtet ist. 

55 Die Tragereinheit besteht hierbei aus einem zumindest 
fur einen Teil der von dem Korper ausgesandten 
und/oder empfangenen Strahlung durch lassigen Mate- 
rial. 

Dies hat den besonderern Vorteil, daB die von dem 
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K6rper ausgesandte und/oder empfangene Strahlung 
ohne groBe Reflexionsverluste und Verluste durch 
Abbildungsfehter in eine Lichtleitfaser oder in eine 
andere optische Anordnung bzw. in den Korper einge- 
koppelt werden kann. 5 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform 
des erfindungsgem&Ben optoelektronischen Wandlers 
ist vorgesehen, daB die Tragereinheit eine Tragerplatte 
mit einer Ausnehmung aufweist, daB auf einer Boden- 
flache der Ausnehmung die Morrtageflache vorgesehen w 
ist und daB zu mind est Teilbereiche von Seitenwanden 
der Ausnehmung a Is AnschluBteile genutzt sind. 

Der Vorteil dieser Ausfuhrungsform besteht insbe- 
sondere darin, daB auf einfache Weise eine Mehrzahl 
von erfindungsgemaBen optoelektronischen Wandlern is 
im Scheibenverbund gleichzeitig hergestellt werden 
konnen. Eine separate genaue Positionierung und Mon- 
tage der AnschluBteile auf der Tragerplatte ist nicht not- 
wendig. 

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung 20 
besteht die Tragerplatte aus einem isolierenden Mate- 
rial oder ist die Tragerplatte gegebenenfalls in der Aus- 
nehmung sowie auf den AnschluBteilen zumindest 
teilweise mit einer isolierenden Schicht versehen. In der 
Ausnehmung sowie auf den AnschluBteilen ist eine 25 
Anzahl von mit den elektrischen Kontakten des Strah- 
lung aussendenden und/oder empfangenden Korpers 
verbindbaren, elektrisch leitenden AnschluBbahnen 
vorgesehen, die derart strukturiert sind, daB auf den 
AnschluBteilen eine Anzahl von AnschluBflachen, die 30 
zur Oberf I ache n montage des Bauelements geeignet 
sind, ausgebildet ist. Dies hat insbesondere den Vorteil, 
daB die elektrisch leitenden AnschluBbahnen auf einfa- 
che Weise mittels herkommlicher Methoden der Halb- 
leitertechnik (Maskentechnik + Aufdampfen oder 35 
Sputtern von Metallschichten usw.) hergestellt werden 
konnen. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
des erfindungsgemaBen optoelektronischen Wandlers 
weist die Tragereinheit ein Mittel zum Fokussieren der 40 
Strahlung auf, wodurch vorteilhafterweise die ausge- 
sandte bzw. empfangene Strahlung ohne groBe Verlu- 
ste durch Total reflexion an Grenzflachen aus dem 
Wandler ausgekoppelt bzw. in diesen eingkoppelt wer- 
den kdnnen. 45 

Bei einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der 
Erfindung sowie deren Ausfuhrungsformen besteht die 
Tragerplatte aus einem elektrisch isolierenden Material 
oder ist zumindest teilweise mit einer isolierenden 
Schicht versehen und sind auf der Tragerplatte bzw. auf so 
der isolierenden Schicht mindestens zwei strukturierte 
Metallisierungsschichten aufgebracht, auf denen elek- 
trisch leitende AnschluBteile angeordnet sind. 

Dies hat den besonderen Vorteil, daB die Abmes- 
sungen und die Positionen der elektrisch leitenden 55 
AnschluBteile auf einfache Weise den Abmessungen 
des auf der Montagefl&che befindlichen Strahlung aus- 
sendenden und/oder empfangenden Korpers gegebe- 
nenfalls einschlieBlich der AnschluBleiter und/oder 



Abdeckmittel fur den K6rper angepaBt werden konnen. 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform 
des erfindungsgemaBen optoelektronischen Wandlers 
ist auf der dem Korper gegenuberliegenden Seite der 
Tragerplatte eine weitere Platte vorgesehen. 

Dadurch ist es m6glich, die Tragereinheit aus Mate- 
rialien mit untersc hied lichen Brechungsindizes herzu- 
stellen und dadurch die Aufbauhohe und die optische 
Abbildung des optoelektronischen Wandlers zu optimie- 
ren. AuBerdem kann vorteilhafterweise die weitere 
Platte ein Mittel zum Fokussieren der Strahlung aufwei- 
sen. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
des erfindungsgemaBen optoelektronischen Wandlers 
ist zumindest der Strahlung aussendende und/oder 
empfangende Korper mit einer Kunststoffabdeckung 
oder einer andersartigen Abdeckung versehen. 
Dadurch ist auf einfache Weise der Korper gegen 
Feuchtigkeit und gegen mechanische Beschadigung 
geschutzt. 

Weitere Merkmale, Vorteile und ZweckmaBigkeiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung von funf Ausfuhrungsbeispielen in Ver- 
bindung mit den Figuren 1 bis 12. 
Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung durch 
ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsge- 
maBen optoelektronischen Wandlers; 
Figur 2 eine schematische Darstellung einer Drauf- 
sicht auf den optoelektronischen Wandler von Figur 
1; 

Figur 3 eine schematische Schnittdarstellung durch 
ein zweites Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsge- 
maBen optoelektronischen Wandlers; 
Figur 4 eine schematische Darstellung einer Drauf- 
sicht auf den optoelektronischen Wandler von Figur 
3; 

Figur 5 eine schematische Schnittdarstellung durch 
ein drittes Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsge- 
maBen optoelektronischen Wandlers; 
Figur 6 eine schematische Schnittdarstellung eines 
vierten Ausfuhrungsbeispieles eines erfindungsge- 
maBen optoelektronischen Wandlers; 
Figur 7 eine schematische Darstellung einer Drauf- 
sicht auf den optoelektronischen Wandler von Figur 
6; 

Figur 8 eine schematische Schnittdarstellung eines 
funften Ausfuhrungsbeispieles eines erfindungsge- 
maBen optoelektronischen Wandlers; 
Figur 9 eine schematische Darstellung zur Erlaute- 
rung eines Verfahrensablaufes zur Herstellung 
einer Mehrzahl von erfindungsgemaBen optoelek- 
tronischen Wandlern gemaB Figur 8 und 
Figuren 10 und 1 1 schematische Darstellungen zur 
Erlauterung eines Verfahrens zur Herstellung einer 
Mehrzahl von erfindungsgemaBen optoelektroni- 
schen Wandlern gemaB Figur 6. 
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In den Figuren sind gleichartige Komponenten der 
verschiedenen Ausfuhrungsbeispiele jeweils mit den- 
selben Bezugszeichen versehen. 

Bei dem optoeleiektronischen Wandler von Figur 1 
und 2 weist die Tragereinheit 2 eine Tragerplatte 7 mit s 
einer trapezformigen Ausnehmung 8 auf. Auf der 
Bodertflache 9 und den Seiterrflachen 10,11 der Aus- 
nehmung 8 sowie auf den Oberseiten 24,25 der 
AnschluBteile 4,5 sind zwei voneinander getrennte 
elektrisch leitende AnschluBbahnen 12,13 beispiels- 10 
weise in Form von Metallisierungsschichten aufge- 
bracht. Auf den AnschluBteilen 4.5 sind dadurch zwei 
AnschluBfiachen 16,17 des optoelektronischen Wand- 
lers ausgebildet. 

Auf einer Montageflache 3 der Ausnehmung 8 ist is 
ein Strahlung aussendender und/oder empfangender 
Korper 1 derart befestigt, da 6 dessen Unterseitenkon- 
takt 22 zumindest teilweise auf der elektrisch leitenden 
AnschluBbahn 12 aufliegt und mit dieser beispielsweise 
mittels eines AuSn-Lotes oder mittels eines anderen 20 
geeigneten elektrisch leitenden Bindemittels verbunden 
ist. Ein Oberseitenkontakt 23 des Kbrpers 1 ist mittels 
eines AnschluBleiters 24 (z. B. ein Bonddraht) mit der 
elektrisch leitenden AnschluBbahn 13 verbunden. 

Der Korper 1 ist beispielsweise eine Leuchtdiode, 25 
eine Fotodiode (PIN-Fotodoide) Oder ein Vertical Cavity 
Surface Emitting Laser (VCSEL). 

Die Tragerplatte 7 ist elektrisch isolierend und 
besteht beispielsweise aus ein em fur die von dem Kor- 
per 1 ausgesandte bzw. empfangene Strahlung durch- 30 
lassigen Glas. Kunststoff, Saphir, Diamant oder 
Halbleitermaterial. Fur Wellenlangen X > 400 nm kann 
beispielsweise SiC, fur X > 550 nm GaP, fur X > 900 nm 
GaAs und fur X > 1100 nm kann Silizium verwendet 
werden. Die Ausnehmung 8 ist beispielsweise mittels 35 
Atzen, Sagen oder Frasen hergestellt Ebenso kann 
eine elektrisch leitfahige Tragerplatte 7, die z. B. aus 
Metall besteht, verwendet sein, die dann aber in der 
Ausnehmung und auf den AnschluBteilen 4,5 zumin- 
dest teilweise mit einer isolierenden Schicht 15 (z. B. 40 
eine OxkJschicht oder Kunststoffschicht usw.) versehen 
ist. 

Die elektrisch leitenden AnschluBbahnen 12, 13 
bestehen beispielsweise aus Aluminium, aus einer Alu- 
minium-Basislegierung oder aus einem Au-Mehr- 45 
schichtsystem. Denkbar ist auch, daB im Falle der 
Verwendung einer Tragerplatte 7 aus einem Halbleiter- 
material in der Ausnehmung 8 sowie auf den Obersei- 
ten 24, 25 der AnschluBteile 4, 5 mittels geeigneter 
Dotierung die AnschluBbahnen ausgebildet sind. Zur 50 
Herstellung einer derartigen Dotierung konnen die dem 
durchschnittlichen Fachmann heute bekannten Verfah- 
ren der Halbleitertechnik, wie beispielsweise lonenim- 
plantation, verwendet werden. 

Zwischen der Strahlungsaustntts- und/oder -ein- 55 
trittsf lache 6 des Kfirpers 1 und der Tragerplatte 7 befin- 
det sich zur Verbesserung der Lichtauskopplung aus 
dem Korper 1 bzw. aus der Tragerplatte 7 ein optisches 
Koppelmedium 29, beispielsweise ein GieBharz. Die 



Verbesserung der Lichtauskopplung beruht auf einer 
Erhohung des Winkels, bei dem Totalreflexion auftritt. 
Als wesentliche Eigenschaft weist das Koppelmedium 
29 nur eine geringe Absorption der von dem Halbblei- 
terchip 1 ausgesandten und/oder empfangenen Strah- 
lung auf. 

Der Vollstandigkeit halber sei an dieser Stelle 
erwahnt, daB die Strahlungsaustritts- und/oder -ein- 
trittsfiache 6 des Strahlung aussendenden Korpers 1 
diejenige Fiache ist, durch welche der groBte Anteil der 
im Korper 1 erzeugten Strahlung aus diesem austritt. 
Analog dazu ist die Strahlungseintrittsfiache eines 
Strahlung empfangenden Korpers 1 diejenige Fiache, 
durch welche eine empfangene Strahlung in den K6rper 
1 eintritt. 

Die AnschluBfiachen I6.17definieren eine Kontak- 
tierungsebene (durch die strichpunktierte Linie 14 
angedeutet), der en Abstand zur Bodenfiache 9 groBer 
ist als die maximale Hone des Korpers 1 einschlieBlich 
AnschluBleiter 26 und einer wahlweise vorgesehenen 
Chipabdeckung 27, die beispielsweise aus einem mit 
Quarzkugelchen oder -flocken gefullten Harz oder aus 
einem Acrylat besteht. Die Chipabdeckung 27 dient ins- 
besondere dazu, den Korper 1 vor Feuchtigkeit und vor 
mechanischer Beschadigung zu schutzen. 

Auf ihrer der Ausnehmung 8 gegenuberliegenden 
Seite weist die Tragerplatte 7 ein Mrttel 21 zum Fokus- 
sieren der von dem Kdrper 1 ausgesandten und/oder 
empfangenen Strahlung auf. z. B. eine spharische 
Linse, eine asparische Linse oder eine Beugungsoptik. 
Dieses kann beispielsweise mittels Atzen oder Schlei- 
fen in der Tragerplatte 7 ausgebildet oder separat her- 
gestellt und beispielsweise mittels Loten, Kleben oder 
anodischem Bonden auf der Tragerplatte 7 aufgebracht 
sein. 

Bei dem in den Figuren 3 und 4 dargestellten opto- 
elektronischen Wandler weist die Tragerlatte 7 eine 
ebene Oberseite 28 auf, auf der die elektrisch leitenden 
AnschluBbahnen 12, 13 aufgebracht sind. Die Trager- 
platte 7 kann aus einem elektrisch isolierenden Material 
gefertigt sein (z. B. Material wie bei dem obigen Ausfuh- 
rungsbeispiel von Figur 1 und 2) oder elektrisch leitend 
sein, wobei sie dann zumindest teilweise mit einer elek- 
trisch isolierenden Schicht 15 (z. B. Oxidschicht oder 
Kunststoffschicht usw.) versehen ist. 

Wie beim Ausfuhrungsbeispiel gemaR den Figuren 
1 und 2 ist auch hier der Korper 1 derart auf einer Mon- 
tageflache 3 der Tragerplatte 7 befestigt. daB er zumin- 
dest mit einem Teil seines Unterseitenkontaktes 22 auf 
der elektrisch leitenden AnschluRbahn 12 aufliegt und 
mit dieser elektrisch leitend verbunden ist. Auf den elek- 
trisch leitenden AnschluBbahnen 12,13 sind beispiels- 
weise mittels Loten oder Kleben AnschluBteile 4',5' 
befestigt, die elektrisch leitend sind, so daB die Obersei- 
ten 24, 25 der AnschluBteile 4', 5' die elektrischen 
AnschluBfiachen 16', 17' des optoelektronischen Wand- 
lers ausbilden. 

Die AnschluBteile 4', 5' bestehen beispielsweise aus 
hochleitendem Silizium, Metall oder aus einem anderen 
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Material mit hoher elektrischer Leitfahigkeit. Als Binde- 
mittel zwischen den AnschluRteilen 4', 5' und den elek- 
trisch leitenden AnschluRbahnen 12,13 ist 
beispielsweise ein metallisches Lot oder ein elektrisch 
leitender Kunststoff verwendet. Ebenso konnen die 5 
AnschluRteile 4',5' mittels eutektischem Bonden auf den 
AnschluRbahnen 12,13 befestigt werden. 

Als Material ien fur die Tragerplatte 7 und die elek- 
trisch leitenden AnschluRbahnen 12, 13 eignen sich 
beispielsweise die in Bezug auf das erstgenannte Aus- 10 
fuhrungsbeispiel entsprechend angegebenen Materia- 
lien. 

Die Tragerplatte 7 weist auch hier auf ihrer dem 
Korper 1 gegenuberliegenden Seite ein Mittel 21 zum 
Fokussieren der von dem Korper ausgesandten 15 
und/oder empfangenen Strahlung auf. Reprasentativ 
hierfur ist in Figur 3 eine Beugungsoptik eingezeichnet. 

Daruberhinaus kann auch bei diesem Ausftihrungs- 
beispiel der Korper 1 mittels einer Chipabdeckung 27 
gegen Feuchtigkeit und gegen mechanische Beschadi- 20 
gung geschutzt sein (Material ien fur die Chipabdeckung 
27 wie oben zu Figur 1 angegeben). 

Das Ausfuhrungsbeispiel von Figur 5 unterscheidet 
sich von dem der Figuren 3 und 4 dadurch, daR auf der 
der Montageflache 3 gegenuberliegenden Seite der 25 
Tragerplatte 7 eine weitere Platte 1 8 angeordnet ist. Die 
weitere Platte 18 besteht beispielsweise aus einem 
anderen Material wie die Tragerplatte 7. Bei geeigneter 
Wahl dieser Materialien, z. B. Glas fur die Tragerplatte 7 
und Silizium fur die weitere Platte 1 8, konnen die Hoch- 30 
frequenzeigenschaften des Wandlers verbessert und 
die Kapazitat des optoelektronischen Wandlers gesenkt 
werden. Zudem kann durch unterschiedliche Bre- 
chungsindizes der weiteren Platte 18 und der Trager- 
platte 7 die Aufbauhotie und die optische Abbildung des 35 
opotelektronischen Wandlers optimiert werden. 

Wie in Figur 5 dargestellt, weist hier nicht die Tra- 
gerplatte 7, sondern die weitere Platte 18 ein Mittel 21 
zum Fokussieren der Strahlung, in diesem Fall eine 
spharische oder eine aspharische Linse 28 auf. 40 

Das Ausfuhrungsbeispiel gemaR Figuren 6 und 7 
unterscheidet sich von dem in den Figuren 1 und 2 dar- 
gestellten Ausfuhrungsbeispiel dadurch, daR die Aus- 
nehmung 8 in der Tragerplatte 7 die Form einer von 
oben nach unten schmaler werdenden Grube aufweist, 45 
die beispielsweise mittels Atzen hergestellt ist. Als 
AnschluRteile 4,5 sind hierbei Teilstucke der Seiten- 
wand der Grube verwendet. Dies hat den Vorteil. daR 
die AnschluRflachen 16, 17 in beliegiger Anordnung auf 
der Oberseite der Seitenwand der Grube angeordnet so 
werden kGnnen, wodurch beispielsweise die Gestaltung 
der Leiterbahnen auf einer dem optoelektronischen 
Wandler zugeordneten Leiterplatte weniger einge- 
schrankt ist. 

Wie bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 3 k6n- 55 
nen auch hier auf den AnschluRbahnen 12,13 elektrisch 
leitende AnschluRteile 4',5' (z. B. sogenannte Silizium- 
Jumperchips) mit AnschluRflachen 16', 17' befestigt 
sein, wobei die AnschluRflachen 16', 17' beispielsweise 



in Form von Metal Ischichten realisiert sind. 

Auf der der Grube gegenuberliegenden Seite der 
Tragerplatte 7 ist bei diesem Ausfuhrungsbeispiel als 
Mitte! 21 zur Fokussierung der Strahlung eine separat 
hergestellte spharische Oder aspharische Linse bei- 
spielsweise mittels Kleben aufgebracht. Anstelle der 
spharischen oder aspharische Linse kann auch eine 
separat hergestellte Beugungsoptik aufgebracht oder in 
der Tragerplatte 7 ausgebildet sein. Letzteres gilt 
selbstverstandlich auch fur die spharische oder aspha- 
rische Linse. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 8 ist die 
Tragerplatte 7 im wesentlichen identisch zu der Trager- 
platte von Figur 1 ausgebildet (man vergleichediezuge- 
horige Beschreibung). Ebenso kann die Tragerplatte 
analog zum Ausfuhrungsbeispiel von Figur 6 und 7 aus- 
gestaltet sein. Zusatzlich zu der Tragerplatte 7 weist die 
Tragereinheit 2 hier jedoch, wie bei dem Ausfuhrungs- 
beispiel nach Figur 5 eine weitere Platte 18 auf, in der 
ein Mittel 21 zur Fokussierung der Strahlung ausgebil- 
det ist Oder auch aufgebracht sein kann. Mit dieser Aus- 
fuhrungsform ergeben sich somit dieselben 
Eigenschaften und zusatzlichen Vorteile wie fur das 
Ausfuhrungsbeispiel von Figur 5. 

Anhand der in der Figur 9 gezeigten Darstellungen 
wird im folgenden der Verfahrensablauf fur die gleich- 
zeitige Herstellung einer Mehrzahl von optoelektronsi- 
chen Wandlern gemaR der Figur 8 erlautert: 

Zunachst werden in einer Tragerscheibe 30, die 
aus dem Material fur die Tragerplatten 7 (hier bei- 
spielsweise Glas) besteht, beispielsweise mittels 
Atzen oder Frasen eine Mehrzahl von Ausnehmun- 
gen 8 hergestellt. 

Nachfolgend werden auf Teilbereichen der Oberf la- 
che der Tragerscheibe 30 beispielsweise mittels 
Maskentechnik und Aufdampfen oder Sputtern eine 
Mehrzahl von AnschluRbahnen 12,13 aufgebracht. 
Als nachster Schritt wird in den Ausnehmungen 8 
eine Mehrzahl von Korper 1 befestigt und deren 
Kontakte 22,23 mit den AnschluRbahnen 12,13 z. 
B. mittels eines elektrisch leitenden Lotes bzw. mit- 
tels AnschluRleiter 26 (Bonddrahte) elektrisch lei- 
tend verbunden. 

Falls erforderlich, werden dann die Zwischenraume 
zwischen den Strahlungsaustrittsflachen der Kor- 
per 1 und der Tragerscheibe 30 jeweils mit einem 
Koppelmedium 29 (z. B. Harz) gefullt. Dies kann 
beispielsweise mittels eines Mikrodosiersystems 
erfolgen, mit dem das Koppelmedium direkt in den 
Zwischenraum eingespritzt wird. 
AnschlieRend kOnnen, falls vorgesehen, die Aus- 
nehmungen 8 mit einem GieRharz oder mit einem 
Acrylat gefullt werden, so daR die Korper 1 inclu- 
sive der AnschluRleiter 26 jeweils mit einer Chipab- 
deckung 27 versehen sind. 

Getrennt von der Herstellung der Tragerscheibe 30 
mit den Korpern 1 kann eine Scheibe 31, die aus 
dem Material der Scheibe 18 von Figur 8, z. B. Sili- 
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zium, besteht, mit einer Mehrzahl von Mitteln 21 zur 
Fokussierung der Stahlung versehen werden (Her- 
stellungsverfahren wie oben bereits angegeben). 
Die Scheibe 31 wird dann mit der Tragerscheibe 30 
beispielsweise mrttels Loten, Kleben oder anodi- 5 
schem Bond en verbunden. Ebenso kann aber auch 
die Scheibe 31 schon vor der Montage der KGrper 
1 auf die Tragerscheibe 30 mit dieser verbunden 
werden. Der Scheibenverbcind wird anschlieBend 
z. B mrttels Sagen vereinzelt. 10 
Vor der Vereinzelung des Scherbenverbundes kon- 
nen die optoelektronsichen Wandler elektrisch und 
optisch gepruft werden. 
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ausgebildet und angeordnet sind, daB bezogen 
auf die Montageflache (3) die maximale H6he 
des Korpers (1 ) einschlieBlich samtlicher 
AnschluBmittel (12.13,26) kleiner ist aJs der 
Abstand zwischen der Montageflache (3) und 
einer durch die AnschluBflachen (16,17) defi- 
nierten Kontaktierungsebene (14). 

2. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daB der Strahlung aus- 
sendende und/oder empfangende Korper (1) ein 
Halblerterchip oder eine Polymer-Lumineszenz- 
oder -Laserdiode ist. 



Bei dem im folgenden anhand der Figuren 10 und is 
1 1 erlauterten Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl 
von optoelektronsichen Wandlern gemaB denn Figuren 
6 und 7 wird analog zum oben beschriebenen Verfahren 
eine Tragerscheibe 30 zunachst mit einer Mehrzahl von 
Ausnehmungen 8 versehen, auf die Oberseite der Tra- 20 
gerscheibe 30 eine Mehrzahl von AnschluBbahnen 
12,13 aufgebracht und in den Ausnehmungen eine 
Mehrzahl von K6rper 1 befestigt. Hinsichtlich Verbinden 
der elektrischen Kontakte der Korper 1 mit den 
AnschluRbahnen sowie hinsichtlich Koppelmedium und 25 
Chipabdeckung gilt ebenfalls dasselbe wie in Bezug auf 
Figur 9 angegeben. 

Der Unterschied zu dem vorgenannten Verfahren 
besteht darin, daB erstens hier die Mittel 21 zum Fokin- 
ssieren der Strahlung in der Tragerscheibe ausgebildet 30 
oder auf diese aufgebracht werden und daB zweitens 
auf die AnschluRbahnen paarweise miteinander ver- 
bundene elektrisch leitende AnschiuBteile 4'. 5' 
(AnschluBteilpaare 32) mit AnschluBflachen 16'. 17* 
(beispielsweise Metallschichten) aufgebracht sind. 35 
AnschlieBend wird die Tragerscheibe 30 zusammen mit 
den AnschluBteilpaaren 32 ggf. nach elektrischer 
und/oder optischer Prufung der Wandler in einzelne 
optoelektronische Wandler vereinzelt. 

40 

Patentanspruche 

1. Optoelektronischer Wandler mit mindestens einem 
Strahlung aussendenden und/oder empfangenden 
Korper (1), der auf einer Tragereinheit (2) befestigt 45 
ist, 

dadurch gekennzeichnet 

daB die Tragereinheit (2) eine Montageflache 
(3) aufweist, auf dem der KGrper (1) befestigt so 
ist, 

daB der Montageflache (3) eine Anzahl von 
AnschluBteilen (4,5 bzw. 4', 5') mit elektrischen 
AnschluBflachen (16.17 bzw. 16', 17') zugeord- 
net ist, die jeweils mittels elektrischer 55 
AnschluBmittel (12,13,26) mit einem elektri- 
schen Kontakt (22.23) des Korpers (1) elek- 
trisch leitend verbunden sind und 
daB die AnschiuBteile (4.5 bzw. 4', 5') derart 



3. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 1 oder 
2. 

dadurch gekennzeichnet, daB der K6rper (1) eine 
Strahlungsaustritts- und/oder -eintrittssflache (6) 
aufweist, die zur Tragereinheit (2) hin gerichtet ist 
und daB die Tragereinheit (2) aus einem zumindest 
fur einen Teil der von dem Korper (1) ausgesandten 
und/oder empfangenen Strahlung durchlassig ist. 

4. Optoelektronischer Wandler nach einem der 
Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Tragereinheit (2) eine Tragerplatte (7) mit einer 
Ausnehmung (8) aufweist. daB auf einer Boderrfla- 
che der Ausnehmung (8) die Montageflache (3) vor- 
gesehen ist und daB zumindest Teilbereiche von 
Seitenwanden der Ausnehmung (8) als die 
AnschiuBteile (4.5) genutzt sind. 

5. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerplatte (7) 
aus einem isolierenden Material besteht oder gege- 
benenfalls in der Ausnehmung (8) sowie auf den 
AnschluBteilen (4,5) zumindest teilweise mit einer 
isolierdenden Schicht (15) versehen ist und daB in 
der Ausnehmung (8) sowie auf den AnschluBteilen 
(4,5) eine Anzahl von mit den elektrischen Kontak- 
ten (22,23) des Korpers (1) verbindbaren, elek- 
trisch leitenden AnschluBbahnen (12, 13) 
vorgesehen ist. die derart strukturiert sind. daB auf 
den AnschluBteilen (4,5) eine Anzahl von 
AnschluBflachen (16,17) ausgebildet ist. 

6. Optoelektronischer Wandler nach einem der 
Anspruche 3 bis 5. dadurch gekennzeichnet, 

daB die Tragereinheit (2) ein Mittel zum Fokus- 
sieren der Strahlung aufweist. 

7. Optoelektronischer Wandler nach einem der 
Anspruche 1 bis 3 Oder 3 und 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Tragerplatte (7) aus einem elektrisch 
isolierenden Material besteht oder daB die Tra- 
gerplatte zumindest teilweise mit einer isolie- 
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renden Schicht (15) versehen ist und daB auf 
der Tragerplatte (7) mindestens zwei struktu- 
rierte Metallisierungsschichten aufgebracht 
sind, auf denen elektrisch leitende AnschluB- 
teile (4',5') angeordnet sind. 




elektrischen Kontakte (22,23) der K6rper (1) 
mit den AnchluBbahnen (12,13) und 
d) Zersagen der Tragerscheibe (30) in einzelne 
optoelektronische Wandler. 



8. Optoelektronischer Wandler nach einem der 
Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

10 

daB auf der dem Korper (1) gegenuberliegen- 
den Seite der Tragerplatte (7) eine weitere 
Platte (18) vorgesehen ist, die einen anderen 
Brechungsindex aufweist als die Tragerplatte 

(7)- 15 



9. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die weitere Platte 
(18) ein Mittel (21) zum Fokussieren der Strahlung 
aufweist. 20 



10. Optoelektronischer Wandler nach einem der 
Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB 

der Kbrper (1) mit einer Abdeckung (27) versehen 
ist. 25 

1 1 . Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von opto- 
elektronischen Wandlern nach Anspruch 7, 
gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte: 

30 

a) Herstellen einer Mehrzahl von elektrisch lei- 
tenden AnschluBbahnen (12,13) auf eine Tra- 
gerscheibe (30), durch die eine Mehrzahl von 
Montageflachen (3) definiert werden, 

b) Montieren einer Mehrzahl von Korper (1 ) auf 35 
die Montageflachen (3) der Tragerscheibe (30), 
derart, daB die elektrischen Kontakte der Kor- 
per (1) mit den AnschluBbahnen (12,13) elek- 
trisch leitend verbunden werden, 

c) Aufbringen einer Mehrzahl von AnschluBtei- 40 
len (4'5') auf die Tragerscheibe (7). derart, daB 

die AnschluBteile (4'5') jeweils zumindest teil- 
weise auf einer AnschluBbahn (12,13) zu lie- 
gen kommen. 

45 

1 2. Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von opto- 
elektronischen Wandlern nach Anspruch 5 oder 6, 
gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte: 

a) Herstellen einer Mehrzahl von Ausnehmun- so 
gen (8) mit Montageflachen (3) in einer Trager- 
scheibe (30), die aus dem Material fur die 
Tragerplatten (7) besteht, 

b) Herstellen einer Mehrzahl von elektrischen 
AnschluBbahnen (12,13) mit AnschluBflachen 55 
(1 6, 1 7) auf der Tragerscheibe (30), 

c) Befestigen einer Mehrzahl von Korper (1) 
auf den Montageflachen (3) in den Ausneh- 
mungen (8) und elektrisches Verbinden der 
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FIG 1 
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FIG 2 
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FIG 9a , 6 af* 17 
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FIG 9b 16 26 23 12 17 f 16 95 23 12 17 
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